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Siemens Transistor BF115 Datasheet

BF 115

NPN-Transistor fur universelle HF-Anwendungen

BF 115 ist ein epitaktischer doppeltdiffundierter NPN-Silizium-Hochfrequenz-Tran -
sistor in Planartechnik im Gehause 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse

sind vom Gehause elektrisch isoliert.

Der Transistor BF 115 ist fir universelle HF-Anwendungen gesignet.

uw.
Typ |  Bestellnummer —
BF 11 G -X11

5 | Q60206-X115 L s

Gewicht etwa 0.4 g
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Ueen 60) | v
Kollektor-Basis-Spannung Ueno 60 L)
Emitter-Basis-Spannung Uepo B W
Kallektorstrom I 30 mA
Emitterstrom =1 n i
Basisstrom In 1 ma
Sperschichttemperatur 7| 175 °C
Lagertemparatur Te —66 bis +175 *C
Gesamtverlustigistung Pror 145 m
Wiarmewiderstand
Kollektorsparrschicht — Luft Ainau | =900 | grd /W
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Fir folgende Arbeitspunkte gilt:
Uca =T Iy ' 8 Une
v md, pA | Ic|1g W
10 1 6bis21 | 47bis166 0.65 bis 0.74V
2 20 = 60O : = 40 =1

"y mieshe Grenzkurve U{gn) cen = F (A} Seite 318
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BF 115
Dynamische Kenndaten (7T, = 25°C)
Transitfrequenz (U-e = 10V; I = 1 mA) f o 230 MHz
Rauschmal
bei e = 10V: Iz = 1 mA; Ff = 200 kHz; R; = 3000 F 1.6 dB
bei Uee =10V I =1mA:f= 1MHz:Rg = B00 F KR dB
bei e =10V o =1mA; f= 1MHz;:8g = 3000 F 1.2 dB
bei Ugg =10V; Iz =1 mA; f = 100 MHz; R; = 1000 F 4 dB
Mischrauschmal®
bel Ueg =10V I =1 mA; f = 200kHz; Rz =1k Fg 3.5 dB
bEiUCE =1Gl"'.": I,:=1 ma, f = 1MHZ:R{; = 5000 Fc 2.5 dB
Arbeitspunkt: Io = 1 mA; Usg =10V f = 460 kHz")
Fi1a = 0.4 mS I Wiz | =195 %) lysl =35 mS  goge = 4 usS
bij. =007 m5 =P1zs ™ a0°* Parie = o= Bong ™ 4,25 !15

Arbeitspunkt: —Ie = 1 mA; Ueg = 10V: f = 100 MHz")
FTrie = 33 mS [ ¥iop | = 22008 | yaye!l = 33 mS
—b11b=3,3 mS ~Pisp =§7° Pa1p = 150"

') Abstand rwischen MeBfassung und Transistor-Gehbuseboden 3 mm
¥) Ruckwirkungskapazitdi —Cy 5, = 0.65 (= 0,8) pF
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BF 115
Temperaturabhéngigkeit der rulassigen Kollektarstrom I = f (Ig)
Gesamtverlustleistung Uee = 2 WV (Emitterschaltung)
W Pror = £{T) mA
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BF 115
Ausgangskennlinien f- = F (L) Kollekior- Emitter- Durchbruchspannung
(ly = Parameter) (Emitterschaliung) Ulgaleen = (A)
{Grenzkurve bel f = 2 mA;
mA ¥ T;=1756°C)
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BF 1156
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BF 115
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Fraquenzabhingigkeit des

Rauschens bei optimaler Anpassung

(Fe =1 ma; ey = 10 V)
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